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RieSenie sa tyka sposobu zviditeliiovania
kry3talografickych porich v indiumgalium-
arzenidfosfide In;_.Ga.As,;_,P, orientécie
{001) chemickym leptanim. Podstatou rie-
Senia je, Ze na indiumgaliumarzenidfosfid
In; - .GazAs; - ,Py, kde 0,25 < x < 0,33 a 0,55 <
<y < 0,73 sa pdsobi zmesou hydroxidu dra-
selného vo forme 15 %-ného roztoku a he-
xakyanoZelezitanu draselného vo forme 15 %-
-ného roztoku zmieSanych v hmotnostnom
pomere 2 : 1 aZ 1 : 2, pri teplote 15 aZ 50
stupiiov Celzia, po dobu 1 aZ 5 miniit za in-
tenzivneho mieSania. Uvedeny spfsob je
moZné vyuZit na zistovanie vhodnosti ma-
teridlu pre vyrobu optoelektronickych prv-
kov.
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Vyndlez sa tyka sposobu zviditeliiovania
kry$talografickych poridch v indiumgédlium-
arzenidfosfide orientdcie (001). Zldfeniny
typu indiumgéaliumarzenidfosfidu
Iny..GayAs-,P, kde 0 = x £ 0,47a0 =2y=
=< 1,0 sii vhodné na pripravu optoelektronic-
kych prvkov ako napriklad elektroluminis-
cenénych diéd, laserov, fotodiéd pracuji-
cich v oblasti vlnovych dlZok nad 1,0 pm.

KryStalografické poruchy v materiali spo-
sobuji elektrickt degradaciu tychto prvkow,
preto je snaha tieto poruchy pri raste krys-
tdlov obmedzit. Jednou z metdéd na identi-
fikdciu portch je chemické leptanie. Pre
kryStalograficka orientdciu (001) nie je do-
teraz znadme leptadlo, ktoré by zviditelio-
valo poruchy pre n- aj p-typ indiumgalium-
arzenidfosfidu.

Z literatiry je zname leptadlo so zloZe-
nim 100 ml vody, 8 g hydroxidu draseiného
KOH a 0,5 g hexakynoZelezitanu draselné-
ho K Fe(CNJ)g, ktoré pri fotoleptani odha-
luje kryStalografické poruchy na n-type in-
diumgédliumarzenidfosfide. Na p-type sa tym-
to leptadlom nepodarilo poruchy zviditel-
nit.

Uvedeny nedostatok je odstréaneny spgso-
bom zviditeltfiovania kry3talografickych po-
rach v indiumgéliumarzenidfosfide orienta-
cie (001) chemickym leptanim zmesou hyd-
roxidu draselného a hexakyanoZelezitanu
draselného vo forme vodného roztoku, kto-
rého podstatou je, Ze na indiumgédliumarze-
nidfosfid Ing-.GaxAs;-,Py, kde 0,25 < x <

< 0,33 a 0,55 < y < 0,73 sa p6sobi pri tep-.

lote 15 aZ 50 °C po dobu 1 aZ 5 min. za in-
tenzivneho mieSania zmesou pozostivajicou
z vodného roztoku s obsahom 15 % hmot.
hydroxidu draselného a vodného roztoku s
obsahom 15 % hmot. hexakyanoZelezitanu
draselného zmieSanych v hmotnostnom po-
mere 2:1azl:?2.

Vyhodou sp6sobu zviditeliiovania krySta-
lografickych porich je, Ze leptanim v tom-
to roztoku sa zviditelfiuja kryStélografické
poruchy v n- aj p-type indiumgéaliumarzenid-
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fosfide pri teplote 15 aZ 50 °C za intenziv-
neho mie$ania a pri beZnom osvetleni miest-
nosti. Dalfou vyhodou je leptacia rychlest,
ktord dosahuje hodnoty radove 0,1 um/
/min., a preto je moZné nielen identifikovat
poruchy na povrchu materidlu, ale aj sle-
dovat ich pokrafovanie a rozloZenie v hilb-
ke materialu,

Priklad 1

Pomocou metdody kvapalnej epitaxie bola
na podloZke z nidiumfosfidu InP narastenéa
prisposobovacia vrstva indiumfosfidu InP n-
-typu a na nej vrstva zloZenia
Il’loggGﬂoggASO,ggP()iﬁz tieZ n-typu hribky 3
sm.

Leptanim zmesi roztokom zloZenym z 30
gramov hydroxidu draselného v 200 ml vo-
dy -a 30 g hexakyanoZelezitanu draselného v
200 mi vody pri teplote 20 °C, za intenzivne-
ho mieSania sa za 4 min. na povrchu indium-
galiumarzenidfosfidu vyleptali jamky v mies-
tach krystalografickych portich.

Priklad 2

Met6dou kvapalnej epitaxie bola na pod-
lozke z indiumfosfidu InP narastend prispd-
sobovacia vrstva indiumfgsfidu InP n-typu
a na nej vrstva zloZenia Ing;2GagasAse,ssPo.e2
p-typu dopovand zinkom o hriubke 4 wum.

Leptanim v zmesi roztokom zloZenym 2z
30 g hydroxidu draselného v 200 m! vody a
30 g hexakyanoZelezitanu draselného v 200
mililitrov vody a 30 g hexakyanoZelezitanu
draselného v 200 ml vody pri teplote 20
stuptiov Celsia, za intenzivneho mieSania sa
za 4 min. na povrchu indiumgéliumarzenid-
fosfidu vyleptali jamky v miestach krySta-
lickych porich.

Spdsob zviditelilovania kryStalografickych
portch podla vyndlezu je moZné vyuZit pri
zistovani vhodnosti materidlu pre vyrobu
optoelektronickych prvkov.

PREDMET VYNALEZU

Spdsob zviditeliiovania kry3talografickych
portich v indiumgaliumarzenidfosfide
In;_.Ga.As,; - P, orientdcie (001) chemickym
leptanim zmesou hydroxidu draselného a
hexakyanoZelezitanu draselného vo forme
vodného roztoku vyznadujici sa tym, Ze na
indiumgaliumarzenidfosfid In,_.GasAs; Py,
kde 0,25 < x< 0,33 a 0,55 < y <0,73 sa po-

sobi pri teplote 15 aZ 50 °C podobul aZ 5
min. za intenzivneho mieSania zmesou po-
zostdvajiicou z vodného roztoku s obsahom
15 % hmot. hydroxidu draselného a vodné-
ho roztoku s obsahom 15 % hmot. hexakya-
noZelezitanu draselného zmieSanych v hmot-
nostnom pomere 2 : 1 aZ1: 2.
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